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１．概要（Summary） 

遷移金属内包 Siクラスターから成る Si リッチなシリサイ

ド材料を用いた半導体との接合形成技術の開発を行って

いる。これまでに、遷移金属内包 Siクラスター材料を金属

と半導体（Si や Ge）の接触界面に挿入することで、接触

界面に生じるエネルギー障壁を制御し（フェルミレベルピ

ンニングの解除）、接触抵抗を大幅に低減できることを実

証した。しかし、デバイスレベルでの実証には至っていな

かった。そこで、NPF を活用して、Ge トランジスタを試作

することで、遷移金属内包 Siクラスター材料を用いたソー

ス・ドレイン(S/D)接合の有効性を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

NPFにある i線露光装置を用いて、フォトリソグラフィー

を行い、金属／W 内包 Si クラスター薄膜/p-Ge の MIS

（Metal/Insulator/Semiconductor）構造を S/D 接合部

に適用した Geのショットキーソース・ドレイン型 nFET トラ

ンジスタを試作した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

p-Geに対して~0.35 eVのショットキー障壁を形成でき

る Ti/ W 内包 Si クラスター薄膜/p-Ge（p-Ge の比抵抗：

~0.1 Ω･cm）のMIS構造を S/Dに適用した Ge-nFETを

作製した（Fig. 1）。S/D とゲート電極のオーバーラップ構

造を形成するためにゲート・ラストプロセスを採用した。作

製したトランジスタの特性を調べたところ、大きなリーク電

流を示した。リーク電流を抑制するためには、より高いショ

ットキー障壁や空間的均一性の高い障壁が必要である。

今後、MIS 接合の面積を小さくすることで、S/D における

障壁高さの空間的均一性を確保し、さらに、p-Ge に対し

てより高いショットキー障壁を実現できる材料系を適用す

ることで、遷移金属内包Siクラスター材料を用いたS/D接

合の有効性を検証していく予定である。 

 

 

Fig. 1. A schematic structure of metal S/D Ge nFET 

using the WSin film. 
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